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PL2U9PB Exercice 13.1 A

Interprétez ce schéma:
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20953 Exercice 13.1 A: Solution Op-Amp

OpAmp deux étages mais bas€ sur une entrée PMOS
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PLURB Exercice 13.1 B 5%%
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PLURB Exercice 13.1 B d@%

Comparateur = OpAmp 2 étages et 2 inverseurs en amplificateurs
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Exercice E13.2: d@%

Ampli de tension avec NMOS

Utilisez un NMOS comme ampli de tension.
Inspirez-vous du chapitre 7 sur les BJT.
Remplacez le transistor bipolaire par un NMOS !
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Comparaison BJT-NMOS
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